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e Un systeme interférentiel simple : I'écran de Salisbury

® Absorbeur mince a large bande dans le visible

® Absorbeur sélectif pour le solaire thermodynamique

® Conclusions



Ecran de Salisbury

écran réflecteur
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Ecran de Salisbury
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Absorbeur mince large bande dans le visible
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Absorbeur mince large bande dans le visible

Entrée : cible Algorithme génétique :
Aj,dble(m - -
Structure 1 Structure ()
Trouver la structure telle que : Sela:m rules

[IA(R) = Ay (DT - min
B

Sortie : structure optimale




Absorbeur mince large bande dans le visible




Absorbeur mince large bande dans le visible

Génération 45

= A structure




Absorbeur mince large bande dans le visible

Génération 80

= A structure




Absorbeur mince large bande dans le visible

Génération 120

= A structure




Absorbeur mince large bande dans le visible




Absorbeur mince large bande dans le visible




Absorbeur sélectif pour le solaire thermodynamique
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Absorbeur sélectif pour le solaire thermodynamique
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Trouver la structure telle que :

@, —> maxetg, . — min

Combinaison de matériaux :
oTi02
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eMg0

avec
T,.=700 K, €=100, AQ=6.10"% sr
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Absorbeur sélectif pour le solaire thermodynamique




Absorbeur sélectif pour le solaire thermodynamique

Génération 15
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Absorbeur sélectif pour le solaire thermodynamique
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Absorbeur sélectif pour le solaire thermodynamique
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Absorbeur sélectif pour le solaire thermodynamique

Génération 336
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Absorbeur sélectif pour le solaire thermodynamique
|

Sensibilité a I'épaisseur des couches de Mo:

Structure optimale

Absorption en fonction de la variation d'épaisseur
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Absorbeur sélectif pour le solaire thermodynamique

Rugosité de surface:

Absorption en fonction de la rugosité
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Conclusions

e Lesrevétements plans apériodiques nanostructurées sont :

-tres performants pour contréler I'absorption et I'émission de
matériaux du visible a I'IR

-sensibles aux rugosités de surface des strates élémentaires

® La minimisation des pertes IR permet d’envisager des régimes de fonctionnement
a hautes températures (T>1000K)

Verrous:

e Dépendance en température des propriétés optiques
e Propriétés optiques a nanoéchelle

e Physico chimie de l'interface (a haute température)
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